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요약

단위 화소 내에 투과 표시 영역과 반사 표시 영역을 갖는 액정 표시 장치에서, 본 발명은 단위 화소의 길이 방향으로 

연장된 대략 장방형의 평면 형상을 갖는 광 반사층을 인접하는 2개의 신호 전극 사이의 대략 중앙부에 배치하고, 상기

광 반사층과 이것에 인접하는 2개의 신호 전극 사이의 대략 장방형의 영역을 투과 표시 영역으로 규정하고, 또한 절

연막에 의해 상기 광 반사층으로부터 분리된 층에 화소 영역의 대략 전면을 피복하도록 화소 전극을 형성함으로써, 이

액정 표시 장치의 소비 전력을 저감시키고 그 화질을 개선할 수 있다.

대표도

도 1

색인어

단위 화소, 투과 표시 영역, 반사 표시 영역, 액정 표시 장치
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 평면도.

도 2a 내지 도 2c는 본 발명의 제1 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 단면도로서, 도 2a는 도 1의 A-A'선의 

단면도, 도 2b는 도 1의 B-B'선의 단면도, 도 2c는 도 1의 C-C'선의 단면도.

도 3은 본 발명의 제2 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 평면도.

도 4a 내지 도 4c는 본 발명의 제2 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 단면도로서, 도 4a는 도 3의 D-D'선의 

단면도, 도 4b는 도 3의 E-E'선의 단면도, 도 4c는 도 3의 F-F'선의 단면도.

도 5는 본 발명의 제3 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 평면도.

도 6a 내지 도 6c는 본 발명의 제3 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 단면도로서, 도 6a는 도 5의 G-G'선의 

단면도, 도 6b는 도 5의 H-H'선의 단면도, 도 6c는 도 5의 I-I'선의 단면도.

도 7은 본 발명의 제3 실시 형태에 이용한 광 확산을 위한 패턴(오목형 부분)의 평면 형상을 나타내는 평면도.

도 8은 본 발명의 제3 실시 형태에 이용한 광 확산을 위한 패턴 단면 형상과 그 기능을 설명하는 단면도.

도 9는 본 발명의 제3 실시 형태에 이용한 광 확산을 위한 패턴의 패턴 주위 길이와 패턴 면적과의 관계를 나타내는 

도면(그래프).

도 10은 본 발명의 제4 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 평면도.

도 11a 내지 도 11c는 본 발명의 제4 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 단면도로서, 도 11a는 도 10의 J-J'선

의 단면도, 도 11b는 도 10의 K-K'선의 단면도, 도 11c는 도 10의 L-L'선의 단면도.

도 12는 본 발명의 제5 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 평면도.

도 13a 내지 도 13c는 본 발명의 제5 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 화소 단면도로서, 도 13a는 도 12의 M-M'

선의 단면도, 도 13b는 도 12의 N-N'선의 단면도, 도 13c는 도 12의 O-O'선의 단면도.

도 14는 본 발명의 제6 실시 형태에 따른 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 구성도.

도 15는 본 발명의 제7 실시 형태에 따른 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 구성도.

도 16은, 본 발명의 제7 실시 형태에 따른 구동 회로 내장형 액정 표시 장치(액정 표시 모듈)의 전체 평면도.

도 17은 본 발명의 제7 실시 형태에 따른 액정 표시 장치의 셀 단면도.

도 18은 본 발명의 제7 실시 형태에 따른 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 전체 조감도.

도 19는 본 발명의 제7 실시예에 따른 NMOS 구동 회로 내장형 액정 표시 장 치의 공정1을 나타내는 단면도.

도 20은 본 발명의 제7 실시예에 따른 NMOS 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 공정2를 나타내는 단면도.

도 21은 본 발명의 제7 실시예에 따른 NMOS 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 공정 3을 나타내는 단면도.

도 22는 본 발명의 제7 실시예에 따른 NMOS 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 공정4를 나타내는 단면도.

도 23은 본 발명의 제7 실시예에 따른 NMOS 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 공정5를 나타내는 단면도.

도 24는 본 발명의 제7 실시예에 따른 NMOS 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 공정6을 나타내는 단면도.

도 25는 본 발명의 제7 실시예에 따른 NMOS 구동 회로 내장형 액정 표시 장치의 공정7을 나타내는 단면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1 : 유리 기판

10 : 주사 배선 전극

11 : 공통 전극

13 : 반사 전극

14 : 화소 전극

20 : 게이트 절연막

30 : 다결정 Si막

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 액정 표시 장치에 관한 것으로, 특히 투과 표시 영역과 반사 표시 영역을 갖는 부분 투과·반사형의 액정 

표시 장치의 구조에 관한 것이다.

액정 표시 장치는 박형, 경량, 저소비 전력이라고 하는 특징을 살려, 퍼스널 컴퓨터로 대표되는 정보 기기나 휴대형의

정보 단말이나 휴대 전화, 디지털 카메라나 카메라 일체형 VTR 기기 등의 비주얼 기기의 화상 정보, 문자 정보의 표

시 기기로서 널리 이용되고 있다. 최근, 특히 휴대 전화, 휴대 정보 단말이 급속한 보급에 따라 소비 전력이 매우 작은 

중소형의 액정 표시 장치에 대한 요구가 강해지고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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종래에는, 퍼스널 컴퓨터나 액정 모니터에 이용되는 액정 표시 장치에는 백 라이트로부터 발하는 광의 투과량을 액정

패널에서 제어하는 투과형의 표시 모드가 일반적으로 이용된다. 그러나, 백 라이트에서 소비되는 전력은 통상 액정 

패널 전체의 50% 이상을 차지하여, 휴대 전화, 휴대 정보 단말 등의 소형 기기에는 허용하기 어렵다. 이 때문에, 이들 

기기에는 백 라이트를 이용하지 않고, 패널 표면에 반사판을 설치하여, 주위 광을 반사함으로써 화상을 표시하는 반사

모드의 액정 표시 장치가 이용된다.

이러한 반사형의 액정 표시 장치는 주위 광이 어두운 경우에는 시인성(視認性)이 저하하는 문제가 있다. 옥내, 옥외를

막론하고 사용하는 휴대전화와 같은 기기의 경우, 주위 광에 무관하게 사용할 수 있는 기능이 필요하다. 이러한 문제

점을 해결하기 위해, 특개평2000-19563호에는 하나의 화소 내에 투과 표시 영역과 반사 표시 영역을 형성하여 투과

표시 기능과 반사 표시 기능을 동시에 실현하는 부분 투과·반사형의 액정 표시 장치가 개시되어 있다.

또한, 반사 표시 시의 시인성을 개선하기 위한 방법으로서, 특개평2000-1 62637호에는 반사 전극 하층에 있어서 표

면에, 원형의 평면 형상으로 완만한 단면 형상을 갖는 요철을 형성한 유기 수지막을 배치하여 반사광을 적절한 방향

으로 산란시키는 방법이 개시되어 있다.

이러한 부분 투과·반사형의 액정 표시 장치의 본질적인 문제로서, 반사부, 투과부 각각의 개구율이 완전 반사, 완전 

투과형의 표시 장치와 비교하여 작아지는 경우가 있다. 이 때문에, 반사, 투과를 맞춘 토탈 개구율의 확대가 표시의 밝

기를 확보하기 위해서는 매우 중요하다. 화소 개구율은 배선 전극이나 반사 전극, 화소 전극의 평면 배치에 따라 크게

좌우되기 때문에, 그 설계는 중요하지만 상기 종래 기술에서는 이 점에 대한 검토는 이루어지고 있지 않다.

또한, 통상 액티브 매트릭스형의 액정 표시 장치에서는, 전극간 기생 용량이나 트랜지스터의 누설 전류에 의한 화소 

전압의 변동을 억제하고, 양호한 표시 품질을 얻기 위해 각 화소에 전하 유지 용량을 설치하는 것이 일반적이다. 유지 

용량의 크기, 배치는 화소 개구율에 영향을 미치게 하지만, 상기 종래 기술에서는 부 분 투과·반사형의 화소에서 전

하 유지 용량을 어떻게 설치할지에 대하여 개시되어 있지 않다.

또한, 유기 수지를 이용하여 완만한 단면 형상을 갖는 요철을 형성하기 위해서는, 종래의 TFT 제작 공정에 추가 공정

을 부여할 필요가 있어, 제조 비용이 비싸지는 문제가 있다.

본 발명의 목적은 이러한 과제를 해결하여, 개구율이 크고 양호한 화질을 실현할 수 있고, 또한 생산성이 높은 부분 

투과·반사형 액정 표시 장치의 구조를 제공하는 것에 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 과제를 해결하기 위해 본 발명에서는 이하의 수단을 강구하였다.

(1) 적어도 한쪽이 투명한 한쌍의 기판과, 이 기판에 협지된 액정층을 갖는 액정 표시 장치에 있어서,

상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판은 적어도 그 주 표면이 절연성이고,

상기 절연성의 주 표면에 형성된 복수의 주사 전극과,

상기 복수의 주사 전극에 교차하도록 형성된 복수의 신호 전극과,

복수의 공통 전극과,

상기 복수의 신호 전극과 복수의 주사 전극의 교차점 근방에 형성된 복수의 박막 트랜지스터와,

인접하는 2개의 주사 전극과 인접하는 2개의 신호 전극에 의해 규정되는 화소 영역 내에 상기 박막 트랜지스터의 각

각에 접속되어 배치된 액정 구동 전극(화 소 전극라고도 함)과,

상기 화소 영역 내의 일부에 배치된 광 반사층을 갖고,

상기 액정 구동 전극에 제공하는 전압에 의해 상기 액정층을 구동하는 기능을 갖는 액정 표시 장치에 있어서,

상기 광 반사층은 인접하는 2개의 신호 전극 사이의 대략 중앙부에 배치되어, 화소의 길이 방향으로 연장된 대략 장

방형의 평면 형상으로 하고, 상기 반사 표시 영역과, 이것에 인접하는 2개의 신호 전극 사이의 영역을 투과 표시 영역

으로 규정하였다.

여기서 말하는 대략 장방형의 평면 형상이란, 상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 액정층에 대향하는 주면내(또는 이것에 따

르는 가상적인 면내)에서의 광 반사층의 형상을 가리키며, 그 형상은 장방형뿐 아니라, 그 4 코너 중 적어도 하나를 모

따기한 것 또는 곡선 형상으로 바꾼 것도 포함한다. 예를 들면, 화소 영역을 둘러싸는 한쌍의 신호 전극의 한쪽의 연장

방향(제1 방향)과 한쌍의 주사 전극의 한쪽의 연장 방향(제2 방향)을 기준으로 했을 때, 본 발명의 광 반사층은 그 제1

방향을 따르는 최대의 치수와 그 제2 방향을 따르는 최대의 치수가 다르다.

(2) 상기 (1)의 액정 표시 장치에서, 액정 구동 전극과 광 반사 전극을 절연층에 의해 분리된 다른 층에 형성하였다. 

여기서 말하는 「층」이란, 액정 구동 전극이나 광 반사 전극이 설치되는 기판의 주면에 대한 계층(레벨)으로서, 소정

의 절연층(1층에 한하지 않음)의 하측에 이들 전극의 한쪽이, 그 절연층의 상측에 이들 전극의 다른 쪽이 각각 배치된

다. 두개의 막(여기서는 전극)을 이와 같이 배치 하는 것을, 본원 명세서에서는 「이층화(異層化)」라고 한다.

(3) 상기 (1)의 액정 표시 장치에서, 상기 광 반사층과 상기 액정 구동 전극을 접속하고, 상기 광 반사 전극과, 그 하층

에 배치되고, 상기 주사 전극을 구성하는 재료로 형성된 공통 전극을 배치하며, 이 공통 전극과 광 반사층과, 이들에 

협지된 유전체층에 의해 전하 축적 용량을 구성하였다.

(4) 상기 (1)의 액정 표시 장치에서, 상기 광 반사층은 상기 신호 전극을 구성하는 전극 재료군의 일부를 이용하여 구

성하고, 상기 광 반사층의 하층의 절연막을 소정의 오목 형상으로 패터닝하여 광 반사층에 확산성을 가지게 하였다.

(5) 상기 (4)의 액정 표시 장치에서, 상기 광 반사층의 하층의 절연막의 패터닝 형상은 개개의 패턴의 패턴 주위 길이

를 L, 패턴의 면적을 S로 했을 때에,

logS=A×logL+B의 관계식에 있어서, 1.0≤A<2.0를 만족시키는 패턴 형상으로 하였다.
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(6) 상기 (5)의 액정 표시 장치에서, 상기 절연막의 패턴 하층에 주사 전극과 동일 재료를 포함하는 전극, 또는 상기 

박막 트랜지스터의 활성층을 구성하는 반도체막을 배치하였다.

(7) 상기 (5) 또는 (6)의 액정 표시 장치에서, 개개의 화소 내의 상기 광 반사층은 해당 화소의 길이 방향으로 인접하

는 두개의 화소의 광 반사층과 접속하였다.

(8) 상기 (7)의 액정 표시 장치에서, 상기 서로 접속된 광 반사층을 전하 유지 용량의 공통 전극으로 하여, 이 광 반사

층과 상기 액정 구동 전극과, 이들에 협 지되는 유전체층에 의해 전하 유지 용량을 형성하였다.

상기 각각의 수단의 효과에 대하여 설명한다.

우선, 광 반사층을 신호 전극을 구성하는 전극 재료군의 일부를 이용하여 구성한다. 이에 따라, 광 반사층을 설치하기

위한 공정을 부가하는 것이 불필요해지므로, 제조 공정을 삭감할 수 있어 제조 비용 저감에 기여한다.

또한, 액정 구동 전극과 광 반사층을 절연층에 의해 이층화하여, 액정 구동을 위한 전극과 광 반사층의 기능을 분리하

였다. 이것으로 화소 내에서 액정층이 구동되는 면적은 액정 구동 전극의 패턴에 의해 규정된다. 한편, 화소 내의 반사

표시 영역은 광 반사층의 배치에 의해 규정되어, 평면적으로 봤을 때 액정 구동 전극의 패턴 내에서 광 반사 전극이 

존재하는 부분은 반사 표시에, 광 반사 전극이 존재하지 않은 부분은 투과 표시에 기여한다.

광 반사층은 신호 전극과 거의 동일한 재료로 구성되고, 액정 표시 전극은 광 반사층과 절연막에 의해 이층화되어 있

다는 것은, 액정 표시 전극과 신호 전극도 절연막에 의해 이층화되어 있는 것을 의미한다. 이 때문에, 액정 표시 전극

과 신호 전극의 패턴은 중첩시켜도 표시 기능에 아무런 지장도 없다. 따라서, 액정 구동 전극의 면적을 최대화할 수 있

기 때문에, 토탈의 개구율을 확대할 수 있게 된다.

한편, 광 반사층과 신호 전극은 동일한 층 위에 형성된다. 이들 사이의 단락 불량을 방지하기 위해서는, 이들 패턴을 

어느 정도 분리할 필요가 있다. 액정 표시 장치의 화소는 대부분의 경우 어스펙트비가 3:1의 소위 세로스트라이프형

의 평면 형상을 갖는다. 그래서 광 반사층을 이 세로스트라이프형의 화소의 길이 방향 끝까지 연장한 거의 장방형의 

패턴으로 하여 이것을 2개의 신호 전극의 거의 중앙에 배치함으로써, 광 반사층과 신호 전극 사이의 거리를 분리함과 

함께 반사 표시부의 면적을 최대화할 수 있다. 광 반사층과 신호 전극 사이의 영역은 자동적으로 투과 표시 영역이 되

기 때문에 반사, 투과의 면적 비율은 거의 장방형의 광 반사층의 단축 길이를 조정함으로써 자유롭게 설계 가능하다.

종래예에서는, 단순히 화소의 중앙에 반사 표시부 혹은 투과 표시부를 설치한 것만으로 토탈 개구율의 최대화에 관하

여 충분한 고찰이 이루어지지 않았다. 이러한 종래예와 본 발명에 의한 액정 표시 장치를 비교하면, 본 발명에 따른 액

정 표시 장치의 주된 구성은 이하와 같이 기술할 수도 있다.

그 하나는:

(9) 한쌍의 기판 및 이 한쌍의 기판에 협지된 액정층을 구비한 액정 표시 장치에 있어서,

상기 한쌍의 기판 중 한쪽은 그 주면의 상부에 제1 방향으로 연장하고 또한 제1 방향에 교차하는 제2 방향을 따라 병

설된 복수의 주사 전극과, 상기 제2 방향으로 연장하고 또한 상기 제1 방향으로 병설된 복수의 신호 전극과, 상기 복

수의 주사 전극의 인접하는 한쌍과 상기 복수의 신호 전극의 인접하는 한쌍에 의해 각각 둘러싸인 복수의 화소 영역

을 구비하고,

상기 복수의 화소 영역의 각각에는, 상기 복수의 신호 전극의 하나로부터 해당 화소 영역에 대응하는(공급되어야 함) 

화상 신호를 수신하고 또한 상기 복수의 주사 전극의 하나에 의해 제어되는 능동 소자로부터 상기 화상 신호가 입력

되는 액정 구동 전극과, 상기 액정 구동 전극보다 면적이 작고 또한 상기 한쌍의 기판의 다른 쪽으로부터 입사하는 광

을 반사하는 적어도 하나의 광 반사층이 설치되고,

상기 광 반사층은, (a) 이것이 설치되는 상기 화소 영역을 둘러싼 상기 복수의 신호 전극의 한쌍 및 상기 복수의 주사 

전극의 한쌍 중 상기 화소 영역에 따른 길이가 긴 한쌍을 따라 연장하고, 또한 (b) 상기 화소 영역에 따른 길이가 긴 

한쌍의 각각으로부터 이격되어 있다.

또한, 다른 견해에 따르면:

(10) 제1 기판 및 제2 기판과 이들 제1 기판과 제2 기판 사이에 있는 액정층을 구비한 액정 표시 장치에 있어서,

상기 제1 기판은 그 주면 상부에 제1 방향으로 연장하고 또한 제1 방향에 교차하는 제2 방향을 따라 병설된 복수의 

주사 전극과, 상기 제2 방향으로 연장하고 또한 상기 제1 방향으로 병설된 복수의 신호 전극과, 상기 복수의 주사 전

극의 인접하는 한쌍과 상기 복수의 신호 전극의 인접하는 한쌍에 의해 각각 둘러싸이고 또한 상기 제1 방향보다도 상

기 제2 방향을 따라 길게 연장된 (즉, 그 길이 방향이 신호 전극의 연장 방향에 따름) 복수의 화소 영역과, 상기 복수의

신호 전극의 하나에 의해 화상 신호를 각각 수신하고 또한 상기 복수의 주사 전극의 하나에 의해 각각 제어되는 복수

의 능동 소자를 갖고,

상기 복수의 화소 영역의 각각에는, 상기 복수의 능동 소자의 하나로부터 그 화상 신호를 받는 액정 구동 전극과, 상기

제2 기판으로부터 입사하는 광을 반사하 는 적어도 하나의 광 반사층이 설치되고,

상기 광 반사층은, 이것이 설치되는 상기 화소 영역을 둘러싸는 상기 복수의 신호 전극의 한쌍의 각각으로부터 이격

되어 있다.

이들 (9), (10)의 액정 표시 장치에서는, 상기 액정 구동 전극을 이것이 설치된 기판 주면에 대하여 상기 광 반사층보

다도 액정층측에 설치하고, 또한 액정 구동 전극을 화소 영역을 둘러싸는 한쌍의 신호 전극 및 한쌍의 주사 전극 중 

적어도 하나의 상부에 연장시키며, 또한 이들 전극 중 어느 한 상부에도 연장시키면 된다. 또한, 상기 액정 구동 전극

을 상기 화소 영역의 길이 방향에 교차하는 방향을 따라 광 반사층을 피복하도록 연장시키고, 이 연장 방향을 따라 화

소 영역을 투과 표시용, 반사 표시용, 투과 표시용의 순으로 나누어도 된다. 한편, 상기 광 반사층을 화소 영역의 길이 

방향으로, 예를 들면, 블랙·매트릭스(차광막의 해당 화소 영역에 대응하는 개구)의 윤곽을 넘어 연장시키고, 또한 이

길이 방향으로 인접하는 다른 화소 영역의 광 반사층과 전기적으로 접속해도 된다. 즉, 소정의 화소 영역에서 상기 광

반사층을 상기 액정 구동 전극으로부터 전기적으로 분리하고, 예를 들면 액정 구동 전극의 전하 유지에 이용해도 된
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다.

이어서 광 확산성의 부여에 관한 것으로, 광 반사층의 하층의 절연막을 소정의 오목 형상으로 패터닝하는 구조를 채

용하였다. 이 방법은 종래 TFT 제작으로 사용하는 포토마스크를 변경하는 것만으로 실현할 수 있어, 공정의 증가가 

없으므로 제조 공정을 삭감할 수 있어 제조 비용 저감에 기여한다. 종래부터 TFT를 구성하는 부재를 패터닝하여 반

사 전극의 하층에 배치하여 반사 전극에 요철 패턴을 형 성하는 방법은 알려져 있다. 그러나 통상 이러한 방법으로 제

작된 요철에서는 단면 형상이 충분히 평탄하지 않고, 광 확산성이 충분하지 않았다. 예를 들면 SiO 2 와 같은 무기막

으로 유기 수지와 같은 평탄한 단면 형상을 형성하는 것은 곤란하다. 이 때문에, 대부분의 경우 유기 수지에 평탄한 요

철을 형성하는 방법이 주류로 되어 있다.

그러나, 종래 무기막의 가공 패턴으로 충분한 광 확산 성능을 얻을 수 없는 원인은 평면 형상에 문제가 있는 것을 발

명자들은 발견하였다. 종래 요철의 평면 패턴은 원형 혹은 그것에 가까운 것이었다. 예를 들면, SiO 2 막을 에칭으로 

오목 형상으로 가공한 경우, 에칭된 저면부와 에칭되지 않은 막면은 평탄면이 되고, 이 면 위에 형성된 반사 전극 확

산성을 갖지 않는다. 한편, 볼록형 패턴의 단부는 어느 한 각도를 갖는 테이퍼 형상으로 되어 있으며, 이 부분에 형성

된 반사 전극은 광 확산성에 기여한다. 따라서, 광 확산성을 충분히 얻기 위해서는 패턴의 단부의 길이를 충분히 길게 

할 필요가 있다. 그런데, 종래 이용되고 있는 원형 혹은 그것에 가까운 패턴 형상에서는 패턴이 점유하는 면적에 대하

여 패턴의 주위 길이가 크지 않아, 이러한 형상으로는 확산성을 부여하는 패턴 단부의 길이를 충분히 크게 할 수 없다.

이러한 2차원 패턴에서는 일반적으로 패턴 주위 길이 L과 패턴 면적 S사이에 다음 수학식 1의 관계가 성립한다.

수학식 1

예를 들면, 패턴을 반경 r의 원형으로 한 경우, 그 면적 S1은 하기의 수학식 2로 표현할 수 있다.

수학식 2

원주 P가, P=2πr로 주어지는 것을 감안하면, 수학식 2의 관계는 다음 수학식 3과 같이 다시 표현된다.

수학식 3

이와 같이 수학식 3은 상기 수학식 1의 관계를 만족시킨다. 원형뿐 아니라, 정방형이나 그 밖의 다각형의 패턴이라도 

동일한 관계가 성립하지만, 이러한 패턴 형상으로는 만족스러운 광 확산성을 부여하는 것은 곤란하다. 그래서, 본 발

명에서는 다음 수학식 4를 기초하여 확산성을 부여하는 패턴의 형상을 설정한다.

수학식 4

이 수학식 4에서, 특히 계수 A가 다음 부등식을 만족시키는 패턴 형상이 바람직하다.

수학식 5

A는 주위 길이와 패턴 면적의 증대의 방법을 나타내는 계수이고, 상기 수학식의 관계를 만족시키는 패턴은 주위 길이

가 길어져도 패턴 점유 면적의 증대가 그만큼 커지지 않은 것을 나타내고 있다. 따라서, 패턴의 패킹 밀도를 크게 할 

수 있기 때문에 보다 효율적으로 광 확산성을 부여할 수 있다.

이어서, 상기한 오목 형상 패턴 하층에, 주사 전극과 동일 재료를 포함하는 전극, 또는 상기 박막 트랜지스터의 활성

층을 구성하는 반도체막을 배치하였다. 이 전극층 혹은 반도체층은 절연막의 에칭 스토퍼로서 기능하여, 에칭이 보다

하층의 막으로까지 진행하는 것을 방지한다. 최하층에는 Ba나 Ca를 함유하는 유리 기판이 존재한다. 에칭이 유리 기

판까지 진행되면, 이들 알칼리 토금속이 TFT나 제조 장치를 오염시켜 바람직하지 않다. 이 때문에, 이러한 에칭 스토

퍼층이 필요해진다.

또한, 각각의 화소의 광 반사층을, 해당 화소의 길이 방향으로 인접하는 두개의 화소의 광 반사층과 접속하고, 상기 

서로 접속된 광 반사층을 전하 유지 용량의 공통 전극으로 하여, 이 공통 전극과 상기 액정 구동 전극과, 이들에 협지

되는 유전체층에 의해 전하 유지 용량을 형성하였다.

이와 같이, 광 반사층을 공통 전극으로서 이용하고, 신호 전극과 평행한 방향으로 연장하여 배치함으로써, 공통 전극 

한 개당 부하 용량을 공통 전극을 주사 전극과 평행하게 연장시킨 경우와 비교하여 작게 할 수 있다.
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이것은, 휴대 전화, 휴대 정보 기기용으로서 이용되는 저소비 전력 LCD에서 큰 이점을 갖는다. 저소비 전력화하기 위

해서는, 공급하는 전원 전압을 저전압화하는 것이 필수이다. 액정층에 인가하는 구동 전압을 저하시키기 위해서는, 대

향 기판 위의 공통 전극의 전압을 일정치가 아니고 액정 구동 전극의 전압 파형과 동기시켜 구동하는, 소위 공통 반전

구동 방식을 채용하는 것이 유효하다. 전하 유지 용량을 갖는 화소로 구성되는 LCD에 대하여 공통 반전 구동으로 액

정층에 적당한 구동 전압을 공급하기 위해서는, 전하 유지 용량의 공통 전극도, 대향 기판의 공통 전극과 동시에 구동

해야한다.

선 순차 주사에 의한 공통 반전 구동에서 선택되어 있는 주사선에 주목하면, 공통 전극을 주사 전극과 평행하게 연장

시킨 경우에는, 선택되어 있는 주사선에 대응하는 공통 전극을 입력측으로부터 본 부하 용량은 선택 주사선에 접속된

1 라인분의 화소의 전하 유지 용량과 액정층 용량 및 공통 전극과 신호 전극의 교차 용량의 합이 된다. 또한, 비선택 

주사선에 대응하는 공통 전극의 한 개당 용량은 제0 근사에서는 공통 전극과 신호 전극의 교차 용량의 합으로 제공된

다. 이 용량은 선택되어 있는 주사선에 대응하는 공통 전극의 용량에 비하면 매우 작은 값이다.

한편, 공통 전극을 신호 전극과 평행한 방향으로 연장하여 배치한 경우에는, 공통 전극 한 개당 용량은, 공통 전극과 

주사 전극의 교차 용량과 선택된 화소 1개수분의 전하 유지 용량과 액정층 용량의 합이 되고, 모든 공통 전극에서 같

다.

공통 전극 전체의 용량은 공통 전극을 연장시키는 방향에 상관없이 동일하지만, 공통 전극을 주사 전극과 평행하게 

연장시킨 경우에는 공통 전극의 용량 중 선택 주사선에 대응하는 공통 전극의 용량이 비선택 주사선에 대응하는 다른

공통 전 극과 비교하여 크기 때문에, 공통 전극의 저항치가 충분히 작지 않은 경우, 신호 지연에 의해 가로 방향의 섀

도윙이 발생하여 화질 불량이 될 가능성이 있다. 한편, 공통 전극을 신호 전극과 평행한 방향으로 연장하여 배치한 경

우에는 공통 전극 한 개당 용량은 모든 공통 전극과 같으며, 작은 값이 된다. 이 때문에, 상기한 바와 같은 신호 지연에

의한 화질 문제는 발생하지 않는다.

이상에 기재된 본 발명의 작용 및 효과, 및 그 바람직한 실시 형태의 상세한 설명에 대해서는, 후술된 설명으로 명백해

질 것이다.

<발명의 실시 형태>
이하, 본 발명의 구체적인 실시 형태를 이것에 관련된 도면을 참조하여 설명한다. 이하의 설명에서 참조하는 도면에

서, 동일 기능을 갖는 것은 동일한 부호를 붙여, 그 반복의 설명은 생략한다.

<실시 형태 1>
도 1 및 도 2는 본 발명의 제1 실시 형태의 액정 표시 장치에 따른 단위 화소의 평면 및 단면도이다. 도 2a, 도 2b, 도 

2c는 각각 도 1 중 A-A', B-B', C-C' 부의 단면(각각의 양단에 화살표가 붙은 선을 따라 절단했을 때의 단면도)을 나

타낸다. 또, 도 1의 평면도(4 개소의 화소 영역의 평면 구조를 어레이 형상으로 열거하여 나타냄) 및 도 2의 각 단면도

는 액정 표시 장치의 액정층을 사이에 두고 있는 한쌍의 기판 중 각 화소의 표시 동작을 제어하는 능동 소자(여기서는

, 박막 트랜지스터 또는 TFT로서 알려진 전계 효과형 트랜지스터)가 형성된, 소위 TFT 기판만을 나타내고, 액정층 

및 상기 한쌍의 기판의 다른 쪽은 생략하였다. 또한, TFT 기판의 단면도에서는 그 주면(상면 및 하면) 중 액정층과는 

반대측 주면에 적층되는 편광판 등의 표시는 생략하고 있다.

전체는 변형점 약 670℃의 무알카리 유리 기판(1) 위에 막두께 50㎚의 Si 3 N 4 막(200)과 막두께 120㎚의 SiO 2
막(2)으로 이루어지는 버퍼 절연막이 형성되어 있다. 버퍼 절연막은 유리 기판(1)으로부터의 Na 등의 불순물의 확산

을 방지하는 역할을 갖는다.

버퍼 절연막 위에는, TFT(박막 트랜지스터)를 구성하는 막두께 50㎚의 다결정 Si(이하 폴리실리콘이라고 함)막(30)

이 형성되고, 각각의 폴리실리콘(30) 위에는 SiO 2 로 이루어지며 막두께 100㎚의 게이트 절연막(20)을 사이에 두고

막두께 200㎚의 Mo(몰리브덴)을 포함하는 주사 배선 전극(주사 신호선, 게이트 신호선이라고도 함 : 10)이 형성되어

있다. 또한, 상기 주사 배선 전극(10)과 동일한 Mo를 이용하여 전하 축적 용량의 공통 전극(후술된 화소 전극 또는 이

것에 도통하는 전극에 대향하는 경우, 대향 전극이라고도 함 : 11)이 형성되어 있다. 도 1의 평면도에서는, 공통 전극(

11)의 윤곽을 점선으로 나타낸다. 상기 부재 전부를 피복하도록 막두께 400㎚ SiO 2 로 이루어지는 층간 절연막(21)

이 형성된다. 층간 절연막(21)에 설치한 컨택트 관통홀 TH1, TH2을 통해 Mo(12a로 기재)/Al(알루미늄, 12b로 기재

)/Mo(12c로 기재)의 3층 금속막을 포함하는 신호 배선 전극(영상 신호선, 데이터 신호선이라고도 함 : 12) 및 소스 전

극을 겸하는 반사 전극(13)이 폴리실리콘 층 일부에 설치된 소스, 드레인층에 접속되어 있다. 반사 전극(13)을 구성하

는 Mo/Al/Mo의 3층 금속막 중, Al막(13b)의 하층의 Mo 막(13a)은 폴리실리콘막(30)과 Al 간의 컨택트 저항을, Al 

상층의 Mo 막(13c)은 소스 전극(15)(반사 전극(13)의 일부로서 형성된 Mo/Al/Mo의 3층 금속막)과 화소 전극(14) 간

의 컨택트 저항을 저감시키기 위해 설치되어 있다.

또, 본 명세서에서의 상술된 Mo/Al/Mo의 표기는 2 종류 이상의 막을 기판 주면에 대하여 적층하여 이루어지는 층의 

재료의 프로파일을, 해당 층을 구성하는 각각의 막의 재료를 해당 기판 주면으로부터 순차적으로 슬랜트(/)로 구획하

여 나타낸다. 예를 들면, Mo/Al로 이루어지는 재료 프로파일을 갖는 층은, 기판 주면으로부터 Mo 막과 Al 막을 이 순

서로 적층하여 형성한다. 이러한 표기는 본 실시의 형태뿐만 아니라 후술된 다른 실시 형태에도 적용된다.

도 1 및 도 2a에 나타낸 전계 효과형 트랜지스터의 구조를 갖는 TFT에서, 상기 소스층 및 드레인층은 쌍방의 전위에 

따라, 그 기능이 역전되지만, 본 명세서에서는 본 실시의 형태뿐만 아니라 후술된 다른 실시 형태에서도 편의적으로 

신호 전극으로부터 신호 전압을 받는 측을 드레인층 또는 드레인 전극, 그 신호 전압을 TFT의 채널(도 2a에 도시한 

폴리실리콘 층(반도체층 : 30)의 주사 전극(10) 하측에 위치하는 부분)을 통해 받는 측을 소스층 또는 소스 전극이라

고 한다. 본 실시의 형태에서는 폴리실리콘(다결정 실리콘)으로서 채널을 형성했지만, 이것을 a-Si(비정질 실리콘)로 

치환해도 되며, 주사 배선 전극은 그 전압 변화가 폴리실리콘층, 즉 반도체층(30) 내의 전계 강도 분포를 변조할 수 있

는 한, 반도체층(30) 하측에 설치해도 또한 주사 배선 전극(10)과 반도체층(30) 사이에 예를 들면 절연성 재료 나 유
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전체를 포함하는 막을 설치해도 된다. 도 2a에서 반도체층(30) 위에는 두개의 주사 배선 전극(10)이 형성된다. 이들 

두개의 주사 배선 전극(10) 중 한쪽은 하나는 병설된 복수의 화소 영역을 따라 연장하는 말하자면 본선이 되고, 다른 

쪽은 이 본선으로부터 어떤 하나의 화소 영역에 관통된 분기선이 되는 것은, 도 1의 A-A'선을 따른 부분에서 분명하

다. 그러나, 이들 두개의 신호 배선 전극에 인가되는 전압은 동일하기 때문에, 쌍방 모두 그 아래에 설치된 반도체층(3

0) 내에서의 캐리어(전자나 정공)의 거동의 제어에 기여한다. 즉, 본 실시의 형태에 채용되는 박막 트랜지스터는 두개

의 게이트 전극을 갖는 전계 효과형 트랜지스터라고 볼 수 있다. 또한, 이 전계 효과형 트랜지스터의 채널은 상기 반도

체층(30)의 상기 두개의 신호 배선 전극(10)의 하측에 위치하는 두개의 부분으로서 정의되며, 도 2a에서 상기 반도체

층(30) 좌측의 채널의 좌측에 인접하는 부분(반도체층(30)의 좌단)이 드레인층에, 상기 반도체층(30) 우측의 채널의 

우측에 인접하는 부분(반도체층(30)의 우단)이 드레인층에 각각 상당한다.

상기 소스 전극(15)을 겸하는 반사 전극(13) 중 상층의 Mo막(13c)은 후술된 화소 전극(14)을 이루는 ITO 막과의 컨

택트 부분과 그 주변 부분에만 남기고, 그 이외의 대부분에서는 상층의 Mo막을 제거한다. 이에 따라 높은 광 반사율

을 달성할 수 있었다. 본 실시의 형태에서는, 반사 전극(13)을 기판의 주면측에 반도체층과의 컨택트 저항을 저감하기

에 적합한 재료를 포함하는 제1 도전막을, 이 제1 도전막의 상측(제1 도전층으로부터 액정층측)에 제1 도전막보다 반

사율이 높은 제2 도전막을 각각 형성한 소위 적층 구조로 구성하였다. 따라서, 이 제1 도전막의 재 료가 반도체층과의

양호한 오믹·컨택트를 나타내는 한, Mo를 대신하여 예를 들면, Mo를 포함하는 합금, Mo 이외의 고융점 금속이나 

그 합금(Refractory Metal or Refractory Alloy)…Ta(탄탈), Nb(니오븀), W(텅스텐) 등…, 또는 Cr(크롬)이나 그 합

금을 이용해도 된다. 제2 도전막은 액정 표시 장치의 사양에 따라, 상기 제1 도전막이 그 기능, 즉 액정층을 통해 TFT

기판 주면에 입사하는 광을 액정층으로 반사하고, 이 반사광을 TFT 기판에 대향하는 다른 기판(충분한 광 투과율을 

갖는 소위 투명 기판)으로부터 액정 표시 장치의 밖으로, 그 사용자가 표시 화상을 시인(視認)하기에 충분한 강도로 

출사시키는 한, 설치할 필요는 없다. 그러나, 이 출사 강도가 불충분한 경우, 표면에 입사하는 광을 반사하는 비율(반

사율)이 제1 도전막의 재료보다 높은 재료를 포함하는 제2 도전막을 제1 도전막 위에 적층시킨다. 이 적층 형태는, 특

히 제1 도전막이 소위 차광성의 재료인 경우, 효과적이다.

제2 도전막은, 상기 반사율의 조건만 만족시키면, 예를 들면 반도체층과의 컨택트 저항이 상기 제1 도전막보다 높아

도 지장은 없다. 예를 들면, 상술의 Al뿐 아니라, Al의 합금, Cu(구리)나 그 합금을 이용해도 된다. 또, 본 실시의 형태

와 같이, 반사 전극(13)의 일부가 소스 전극(15)을 겸하고, 또한 신호 배선 전극(12)과 동일한 레벨(층간 절연막(21)

의 상면)에 형성되는 경우, 이들 전극을 상기 제1 도전막 및 제2 도전막으로 구성하고, 또한 신호 배선 전극(12) 및 소

스 전극(15)에서는, 필요에 따라, 제2 도전막과 다른 재료의 제3 도전막을 제2 도전막 위에 적층시킨다. 특히, 소스 전

극(15)에서는 그 상면에서 후술된 화소 전극, 즉 상기 ITO나 인듐-아연 산화물이라는 산화물의 반도체층과 컨택트를

취하기 때문에, 제3 도 전막은 제2 도전막과 비교하여 제1 도전막에 가까운 물성을 갖는 재료, 프로세스 상에서 보면,

제1 도전막과 동일한 재료로 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 프로세스 상의 조건에 따라, Cu(구리) 또는 그 합금의 

막으로 신호 배선 전극(12), 반사 전극(13) 및 소스 전극(15)을 형성해도 된다. 이들 재료의 선택 조건은, 본 실시의 

형태뿐만 아니라, 후술된 다른 실시 형태에서도 적절하게 적용된다.

이상에서 진술한 공정에서, TFT 기판의 주면 위에 형성된 소자는 그 상면의 대부분이 막두께 200㎚의 Si 3 N 4 로 

이루어지는 보호 절연막(22)과 막두께 2㎛의 아크릴계 수지를 주성분으로 하는 유기 보호막(23)에 의해 피복되어 있

다. 또한 TFT의 소스 전극(13)에는 보호 절연막(22) 및 유기 절연막(23)에 설치한 컨택트 관통홀 TH3을 통해 인듐-

주석 산화물(ITO)로 이루어지는 화소 전극(14)이 접속되어 있다(상술된 Mo 막(13)과 ITO 막과의 컨택트 부분).

상기 소스 전극을 겸하는 반사 전극(13)은 인접하는 2개의 신호 전극(12) 사이의 대략 중앙부에 배치되어, 화소의 길

이 방향으로 연장된 대략 장방형의 평면 형상으로서 반사 표시 영역을 규정하고 있으며, 상기 반사 표시 영역과, 이것

에 인접하는 2개의 신호 배선 전극 사이의 영역을 투과 표시 영역(예를 들면, 액정 표시 장치에 구비된 백 라이트·유

닛으로부터의 광을 투과시키는 영역)으로 규정한 평면 구성으로 하였다. 또한, 상기 반사 전극(13)과 전하 축적 용량

의 공통 전극(11)과, 이들에 협지된 층간 절연막(21)에 의해 전하 축적 용량을 형성하였다.

또한, 상기 화소 전극(14)은 2개의 신호 배선 전극(12)과 2개의 주사 배선 전극(10)에 의해 둘러싸인 화소 영역의 대

략 전면을 피복하도록 형성되어 있다. 도 1(본 실시의 형태의 평면도) 및 후술된 각 실시 형태에서의 평면도(도 3, 도 

5, 도 10, 도 12) 모두 화소 전극(14)의 윤곽이 파선으로 도시된다.

반사 전극(13)을 신호 배선 전극(12)과 동일한 재료로 구성함으로써, 제조 공정을 간략화할 수 있다. 또한, 광 반사층

을 이 세로 스트라이프형의 화소의 길이 방향 끝까지 연장한 거의 장방형의 패턴으로 하여 이것을 2개의 신호 전극의

거의 중앙에 배치함으로써, 광 반사층과 신호 전극 사이의 단락 불량을 방지할 수 있다. 또한, 액정을 구동하는 화소 

전극(14)을 2개의 신호 배선 전극과 2개의 주사 배선 전극으로 둘러싸인 화소 영역의 대략 전면을 피복하도록 형성함

에 따라, 광 반사층과 신호 전극 사이의 영역을 투과 표시 영역으로서 기능시킬 수 있기 때문에 토탈 개구율을 확대할

수 있다. 또한, 반사, 투과의 면적 비율은 거의 장방형의 광 반사층의 단축 길이를 조정하는 것만으로 자유롭게 설계 

가능하다.

이러한 이점은, 화소 영역에서 반사 전극(13)(광 반사층)을 해당 화소 영역을 사이에 두는 한쌍의 신호 전극으로부터 

각각 이격시켜, 이 반사 전극(13)과 해당 한쌍의 신호 전극 각각의 사이에 둔 영역을 광 투과 영역으로서 이용함으로

써 얻어진다. 해당 한쌍의 신호 배선 전극(12) 각각과 이들 사이에 두는 반사 전극(13)을 이격하는 폭은 적어도 신호 

배선 전극의 폭과 동일하거나 그 이상으로 하는 것이 바람직하다. 상술된 이점을 다른 관점으로부터 파악하면, 일 화

소 영역에서 이것을 둘러싸는 한쌍의 주사 전극(10) 중 적어도 한쪽을 따라, 이것을 둘러싸는 한쌍의 신호 전극(12)의

한쪽으로부터 투과 표시 영역, 반사 표시 영역, 투과 표시 영역으로 병설함으로써 이루어진다. 이 일 화소 영역을 둘

러싼 한쌍의 신호 전극(12)의 각각에 따라 이것에 인접하는 투과 표시 영역(일 화소 영역당 2 개소)을 설치하는 한, 그

사이에 복수의 반사 표시 영역과 이들을 이격하는(상기 2 개소의 그것과는 다른) 투과 표시 영역을 설치해도 된다. 또
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한, 본 실시의 형태에서는, 일 화소 영역에 인접하는 주사 전극(10)에 대하여, 이것에 인접하는 신호 전극(12)을 길게 

한 경우에 대하여 논했지만, 이 주사 전극을 이 신호 전극보다 길게 한 경우에는, 상술된 바와는 반대로 반사 전극(13)

을 이 주사 전극(10)과 이격시켜, 이 신호 전극(12)을 따라 투과 표시 영역, 반사 표시 영역 및 투과 표시 영역을 이 순

으로 병설하면 된다. 또, 화소 영역에 설치된 반사 전극(13)과 해당 화소 영역을 사이에 두는 한쌍의 신호 전극(12)과

의 간섭을 막고, 또는 이 반사 전극(13)과 이것에 인접하는 화소 영역의 표시 제어에 이용되는 주사 전극(10)으로 용

량 소자를 구성하는 관점으로부터 보면, 본 실시의 형태와 같이 화소 영역을 둘러싸는 한쌍의 주사 전극(10)보다 이것

을 둘러싸는 한쌍의 신호 전극(12)을 길게 하고, 반사 전극(13)의 신호 전극(12)의 연장 방향(도 1의 x 축)에 따른 치

수를 그 주사 전극의 연장 방향(도 1의 y 축)에 따른 치수보다 길게 하는 것이 바람직하다.

본 실시의 형태에서는, 반사 전극(13)(광 반사층)을 대략 장방형으로 형성하였지만, 예를 들면 장방형의 4 코너를 모

따기하거나, 곡선 형상을 대신하여, 예를 들면 팔각형이나 타원에 가까운 형상으로 바꾸어도 된다. 이 경우, 반사 전극

(13)의 장축 방향의 치수는 예를 들면, 도 1의 신호 전극(12)의 연장 방향(x 축)에 따른 길이의 최대치(예를 들면 도 1

의 장방형의 반사 전극(13)을 타원형으로 치환한 경우, 그 장축)에, 단축 방향의 치수는 예를 들면, 도 1의 주사 전극(

10)의 연장 방향(y 축)에 따른 길이의 최대치(예를 들면 도 1의 장방형의 반사 전극(13)을 타원형으로 치환한 경우, 

그 단축)로 각각 치환한다.

광 반사층을 화소 영역의 주연부에 예를 들면 환형으로 설치하는 종래의 반사형 액정 표시 장치의 화소 영역의 광 반

사층 구조와 비교하여, 이것을 적어도 이것에 인접하는 신호 배선 전극으로부터 이격하는 본 실시의 형태의 광 반사층

구조는, 반사 전극과 신호 배선 전극과의 용량 결합의 확률을 저감시키기 때문에, 화면 상에 세로 스미어(섀도윙)가 

생기기 어렵게 된다.

한편, 반사 전극(13)의 하층에 공통 전극(11)을 배치함으로써, 비교적 큰 용량치를 갖는 전하 축적 용량을 개구율에 

영향을 미치게 하지 않고 형성 가능하다. 액정 표시 장치의 화소 영역에서, 화소 전극, 즉 상술된 능동 소자로부터의 

출력에 따라 액정층에 소정의 전압을 인가하는 전극을, 소정의 기간(예를 들면, 1 화상의 표시 개시로부터 다음 화상

의 표시로의 전환하기까지의 기간 : 1 프레임 기간)에서 원하는 전위(허용되는 오차 범위의 변동을 포함함)로 유지하

기 위해, 화소 전극 또는 이것과 도통하는 전극과, 이것과는 다른 전위를 갖는 (바람직하게는 상기 소정의 기간에서의

전위 변동이 적음) 전극으로 용량 소자 또는 이것과 비슷한 것을 형성한다. 이 용량 소자는, 전하 축적 용량, 또는 부가

용량이라고 하며, 그 일례로는 상술한 반사 전극(13)과 이것이 설치된 화소 영역에 인접하는 다른 화소 영역의 능동 

소자 제어에 이용되는 주사 전극(10)으로 형성되는 용량 소자를 예로 들 수 있다. 전하 축적 용량은 TFT나 액정층의 

누설 전류에 의한 화소 전압의 변동이나, 주사 신호나 영상 신호로부터의 크로스토크에 의한 화소 전압의 변동을 억

제하는 기능을 가지며, 화질 향상에 기여한다. 본 실시의 형태에서는, 반사 전극(13)의 상측(도시되지 않은 액정층측)

에 화소 전극(14)이 설치되어 있기 때문에, 소위 반사 표시 영역에서도 액정층에서의 액정 분자의 배향 방향을 제어하

는 역할을 화소 전극(14)에, 이 화소 전극(14)의 전위를 유지하는 역할을 반사 전극(13)에 각각 분담시킬 수도 있다.

이상의 효과에 의해, 개구율이 크고 밝은 부분 투과·반사형 액정 표시 장치를 구성할 수 있었다.

<실시 형태 2>
도 3 및 도 4는 본 발명의 제2 실시 형태의 액정 표시 장치에 따른 단위 화소의 평면 및 단면도이다. 도 4a, 도 4b, 도 

4c는 각각 도 3의 D-D', E-E', F-F'부의 단면을 나타낸다. 또, 도 3의 평면도 및 도 4의 각 단면도는, 상술된 도 1 및 

도 2와 마찬가지로 액정 표시 장치의 액정층을 사이에 두는 한쌍의 기판 내의 소위 TFT 기판만을 나타내며, 또한 TF

T 기판의 단면도에서의 액정층과는 반대측의 주면에 적층되는 편광판 등은 생략하고 있다.

변형점 약 670℃의 무알카리 유리 기판(1) 위에 막두께 50㎚의 Si 3 N 4 막(200)과 막두께 120㎚의 SiO 2 막(2)을 

포함하는 버퍼 절연막이 형성되어 있다.

버퍼 절연막 위에는, TFT를 구성하는 막두께 50㎚의 다결정 Si(이하 폴리실리콘이라고 함)막(30)이 형성되고, 각각

의 폴리실리콘막(30) 위에는 SiO 2 로 이루어 지는 막두께 100㎚의 게이트 절연막(20)을 사이에 두고 막두께 200㎚

의 Mo으로 이루어지는 주사 배선 전극(10)이 형성되어 있다.

상기 부재 전부를 피복하도록 막두께 400㎚의 SiO 2 로 이루어지는 층간 절연막(21)이 형성되고, 층간 절연막(21)에

설치한 컨택트 관통홀 TH1, TH2를 통해 Mo/Al/Mo의 3층 금속막(12a/12b/12c 및 15a/15b/15c)을 포함하는 신호 

배선 전극(12) 및 소스 전극(15)이 폴리실리콘층(30) 일부에 설치된 소스층, 드레인층에 접속되어 있다.

Mo/Al의 적층 전극(13a/13b)을 포함하는 반사 전극(13)은, 상기 소스 전극(15)과는 분리되어 형성되어 있다. 이들의

소자 전체는, 막두께 200㎚의 Si 3 N 4 로 이루어지는 보호 절연막(22)과 막두께 2㎛의 아크릴계 수지를 주성분으로

하는 유기 보호막(23)으로 피복되어 있다. 또한 TFT의 소스 전극(15)에는 보호 절연막(22) 및 유기 절연막(23)에 설

치한 컨택트 관통홀 TH3을 통해 인듐-주석 산화물(ITO)로 이루어지는 화소 전극(14)이 접속되고, 2개의 신호 배선 

전극과 2개의 주사 배선 전극에 의해 둘러싸인 화소 영역의 대략 전면을 피복하도록 형성되어 있다.

상기 반사 전극(13)은 인접하는 2개의 신호 전극(12)사이의 대략 중앙부에 배치되어, 화소의 길이 방향(신호 배선 전

극(12)의 연장 방향)으로 연장된 대략 장방형의 평면 형상으로서 반사 표시 영역을 규정한다. 본 실시의 형태에서의 

하나의 화소 영역은, 상기 반사 표시 영역 및 이 반사 표시 영역과 여기부터 이격되어 인접하는 2개의 신호 배선 전극 

사이의 영역으로서 규정된 투과 표시 영역을 포함하는 평면 구조를 갖는다. 또한 상기 반사 전극(13)은, 해당 화소의 

길이 방향(도 3에서의 가로 방향)에 인접하는 두개의 화소의 반사 전극(13)과 접속하여, 상기 서로 접속된 반사 전극

을 전하 유지 용량의 공통 전극으로 하고, 이 공통 전극과 화소 전극과, 이들에 협지되는 보호 절연막(22), 유기 절연

막(23)으로 전하 유지 용량을 형성하였다.

본 실시의 형태에 따르면, 상기 제1 실시 형태가 초래하는 효과 외에, 1개의 공통 전극에 부여되는 부하 용량이 적어

지므로, 공통 전극 전압의 파형의 왜곡이 저감되어, 화질이 향상된다. 이것은, 반사 전극(13)을 화소 전극(14)으로부

터 전기적으로 분리하고, 이것에 실시 형태 1의 공통 전극(11)에 인가되는 전위를 갖게 함에 기인한다. 또한, 화소 전
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극의 전위를 갖는 도전층과 공통 전극의 전위를 갖는 층을 층간 절연막(21)만으로 이격하는 실시 형태 1의 전하 축적 

용량과 비교하여, 이들 도전층을 층간 절연막(21)보다 두꺼운 보호 절연막(22)과 유기 절연막(23)과의 적층 구조로 

이격하기 때문에, 화소 전극(14)에 축적된 전하를 화상 정보의 교체 시에 화소 전극(14)으로부터 신호 배선 전극(12)

측으로 빠르게 토출할 수 있다(화소 전극에 일단 축적한 전하가 화상 정보의 교체 후에 잔류할 확률이 매우 낮아짐).

<실시 형태 3>
도 5 및 도 6은 본 발명의 제3 실시 형태의 액정 표시 장치에 따른 단위 화소의 평면 및 단면도이다. 도 6a, 도 6b, 도 

6c는 각각 도 5의 G-G', H-H', I-I 부의 단면을 나타낸다. 또, 도 5의 평면도 및 도 6의 각 단면도는 상술된 도 1 및 

도 2와 마찬가지로 액정 표시 장치의 액정층을 사이에 두는 한쌍의 기판 중 소위 TFT 기판만을 나타내며, 또한 TFT 

기판의 단면도에서의 액정층과는 반대측의 주면에 적층되는 편광판 등은 생략하고 있다.

변형점 약 670℃에서의 무알카리 유리 기판(1) 위에 막두께 50㎚의 Si 3 N 4 막(200)과 막두께 120㎚의 SiO 2 막(2

)으로 이루어지는 버퍼 절연막이 형성되어 있다.

버퍼 절연막 위에는, TFT를 구성하는 막두께 50㎚의 다결정 Si(이하 폴리실리콘이라고 함)막(30)이 형성되고, 각각

의 폴리실리콘막(30) 위에는 SiO 2 으로 이루어지며 막두께 100㎚의 게이트 절연막(20)을 사이에 두고 막두께 200

㎚의 Mo으로 이루어지는 주사 배선 전극(10)이 형성되어 있다.

또한, 상기 주사 배선 전극(10)과 동일한 Mo를 이용하여 전하 축적 용량의 공통 전극(11)이 형성되어 있다.

상기 부재 전부를 피복하도록 막두께 400㎚의 SiO 2 로 이루어지는 층간 절연막(21)이 형성된다. 층간 절연막(21)에

설치한 컨택트 관통홀을 통해, Mo/Al/Mo의 3층 금속막(12a/l2b/l2c 및 15a/15b/15c)을 포함하는 신호 배선 전극(1

2) 및 소스 전극(15)이 폴리실리콘 층의 일부에 설치된 소스, 드레인층에 접속되어 있다.

Mo/A1의 적층 전극(13a/13b)을 포함하는 반사 전극(13)은 상기 소스 전극(15)과는 분리되어 형성되어 있다. 이들 

소자 전체는, 막두께 200㎚의 Si 3 N 4 로 이루어지는 보호 절연막(22)과 막두께 2㎛의 아크릴계 수지를 주성분으로

하는 유기 보호막(23)에 의해 피복되어 있다. 또한 TFT의 소스 전극(15)에는 보호 절연막(22) 및 유기 절연막(23)에

설치한 컨택트 관통홀을 통해 인듐-주석 산화물(ITO)으로 이루어지는 화소 전극(14)이 접속되어, 2개의 신호 배선 

전극과 2개의 주사 배선 전극으로 둘러싸인 화소 영역의 대략 전면을 피복하도록 형성되어 있다.

상기 반사 전극(13)은 인접하는 2개의 신호 전극(12)사이의 대략 중앙부에 배치되어, 화소의 길이 방향으로 연장된 

대략 장방형의 평면 형상으로서 반사 표시 영역을 규정하고 있으며, 상기 반사 표시 영역과, 이것에 인접하는 2개의 

신호 배선 전극 사이의 영역을 투과 표시 영역으로 규정한 평면 구성으로 하였다. 또한 상기 반사 전극(13)은 해당 화

소의 길이 방향으로 인접하는 두개의 화소의 반사 전극(13)과 접속하여, 상기 서로 접속된 반사 전극을 전하 유지 용

량의 공통 전극으로 하고, 이 공통 전극과 화소 전극과, 이들에 협지되는 보호 절연막(22), 유기 절연막(23)에 의해 전

하 유지 용량을 형성하였다.

또한, 본 실시의 형태는 상기 반사 전극(13) 하층의 층간 절연막(21)에 소정의 형상의 오목 형상 패턴(21a)을 형성하

고, 이 패턴에 따라 반사 전극(13) 표면에 요철을 형성시켜 광 확산성을 갖게 하는 것이 특징이다. 도 7은, 층간 절연

막(21)에 형성한 오목 형상 패턴(21a)을 형성한 예를 나타낸다. 도 7은 층간 절연막(21)의 평면을 부감한 이미지를 

나타내며, 이 이미지 중에서 해칭한 부분이 오목 형상으로 가공되는 영역(21a)를 나타낸다. 실제의 화소 상의 패턴은 

도 7의 패턴의 일 부를 이용한 것이다.

도 8은 이 오목 형상 가공 패턴의 단면도를 나타낸다. SiO 2 로 이루어지는 층간 절연막(21)은 습식 에칭법으로 테이

퍼각 약 45°의 단면 형상으로 가공되고, 그 위에 반사 전극(13)이 형성되어 있다. 층간 절연막(21)의 하층에는 공통 

전극(11)이 배치되어, SiO 2 막의 에칭 스토퍼로서의 역할을 완수한다. 패턴 단부의 테이퍼면이 광 확산에 기여한다. 

따라서, 충분한 광 확산성을 얻기 위해서는 패턴의 단부(윤곽)의 길이를 충분히 길게 할 필요가 있다.

도 9는, 도 7에서 이용된 오목 형상 패턴의 주위 길이와 패턴 면적의 관계를 나타낸다. 패턴 단부의 길이를 크게 하기 

위해서는 패턴 형상은 원형이나 정방형이 아니고, J 자형, U 자형, W 자형, 또는 Y 자형 모두 표현되는 복잡한 패턴으

로 하는 것이 필요하다. 이러한 복잡한 윤곽은, 오목 형상 패턴 전체에 적용하지 않아도 되며, 오목 형상 패턴 중 일부

가 이 종류의 복잡한 윤곽을 갖는 것만으로, 이것에 의한 상당한 광 확산 효과를 기대할 수 있다. 구체적으로 설명하면

, 패턴 주위 길이 L과 패턴 면적 S가, 상술한 수학식 4의 관계 :「log S=A×logL+B」에서, 상술한 수학식 5의 관계 : 

「1.0≤A<2.0」를 충족시키도록 패턴 형상을 결정하면 된다.
도 9의 예에서는 A의 값은 L이 약 20㎛보다 큰 영역에서 1.1, L이 약 20㎛보다 작은 영역에서 약 1.9가 된다. L이 작

아지면, 패턴 형상은 원형이나 정방형 등의 단순한 형상에 가까워지므로 A는 2에 접근해 간다. 즉, 상기 수학식 4 및 

수학 식 5의 관계를 충족시키는 패턴은 그 주위 길이가 길어져도 패턴 점유 면적의 증대가 그만큼 커지지 않는다는 

것을 도 9로부터 알 수 있다. 따라서, 본 실시의 형태에 상술한 바와 같이, 층간 절연막(21)에 오목부 또는 개구의 패

턴을 형성하고, 그 위에 반사 전극 또는 광 반사층이 되는 금속 또는 합금의 박막을 형성함으로써, 이 반사 전극 또는 

광 반사층에서의 오목부 패턴의 패킹 밀도(오목부에 의해 주어지는 반사면의 밀도)를 크게 할 수 있으므로, 보다 효율

적으로 광 확산성을 부여할 수 있다. 또, 본 실시의 형태에서는 오목부의 패턴을 반사 전극(13)이 형성되는 층간 절연

막(21)의 상면에 형성했지만, 이것을 대신하여 층간 절연막(21)의 하측에 위치하는 다른 절연막 또는 반사 전극(13) 

자체(예를 들면, 본 실시예에서의 Mo로 이루어지는 제1 도전층)에 오목부 패턴을 형성해도 된다. 또한, 도 8에 따른 

설명은 층간 절연막(21)의 오목부(21a)의 모서리에 의해 반사 전극(13)의 상면에 45°의 경사면(테이퍼)을 형성했지

만, 이러한 경사면의 각도의 크기에 상관없이, 예를 들면 반사 전극(13)의 상면에 나타난 오목부가 기판 주면에 대하

여 대강 직교하는 측벽을 갖는다고 해도, 약간의 차만 있고, 본 실시의 형태가 의도하는 입사광(도 8에「hν」로 표현

됨)의 확산을 실현할 수 있다.

또한, 본 실시의 형태에서는, 반사 전극(13)과 공통 전극(11)을 접속하고, 또한 상기 반사 전극(13)을 해당 화소의 길

이 방향으로 인접하는 두개의 화소의 반사 전극(13)과 접속하고, 주사 배선 전극과 평행한 방향과 수직 방향의 양방향
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에서 전류 공급할 수 있도록 하였다. 이 때문에, 공통 전극 전압의 파형의 왜곡이 저감되어, 화질이 향상한다.

<실시 형태 4>
도 10 및 도 11은 본 발명의 제4 실시 형태의 액정 표시 장치에 따른 단위 화소의 평면 및 단면도이다. 도 11a, 도 11

b, 도 11c는 각각 도 10의 J-J', K-K', L-L'부의 단면을 나타낸다. 또, 도 10의 평면도 및 도 11의 각 단면도는 상술된

도 1 및 도 2와 마찬가지로 액정 표시 장치의 액정층을 사이에 두는 한쌍의 기판 내의 소위 TFT 기판만을 나타내며, 

또한 TFT 기판의 단면도에서의 액정층과는 반대측의 주면에 적층되는 편광판 등은 생략한다.

본 제4 실시 형태는 상기한 제3 실시 형태와 거의 동일하지만, 반사 전극(13)의 하층에 공통 전극(11)이 아니라, TFT

를 구성하는 반도체층(30)을 배치한 점이 다르다.

반사 전극(13)은 해당 화소의 길이 방향으로 인접하는 두개의 화소의 반사 전극(13)과 접속하여 전하 축적 용량의 공

통 전극으로 하고, 반사 전극(13)과 화소 전극(14)과 이들에 협지된 보호 절연막(22)과 유기 절연막(23)에 의해 전하 

유지 용량을 구성하였다.

본 실시의 형태에서는, 상기 제3 실시 형태에서 주사 배선 전극(10)과 평행하게 배치되어 있던 공통 전극(11)을 배제

했으므로 투과 부분의 개구율을 향상시킬 수 있다. 또한, 반사 전극(13) 하측에서 공통 전극(11)을 반도체층(30)(도 1

0에서는 그 윤곽이 점선으로 도시됨)으로 치환함에 따라, 기판(1)으로부터 반사 전극(13)의 하측을 통해 비스듬히 입

사하는 광을 반사 전극(13)의 측방으로 확산시켜 출사할 수 있기 때문에, 백 라이트·유닛으로부터의 광을 보다 많이 

액정층에 입사할 수 있다.

<실시 형태 5>
도 12 및 도 13은 본 발명의 제4 실시 형태의 액정 표시 장치에 따른 단위 화소의 평면 및 단면도이다. 도 13a, 도 13

b, 도 13c는 각각 도 12의 M-M', N-N', O-O'부의 단면을 나타낸다. 또, 도 12의 평면도 및 도 13의 각 단면도는, 상

술된 도 1 및 도 2와 마찬가지로 액정 표시 장치의 액정층을 사이에 두는 한쌍의 기판 중 소위 TFT 기판만을 나타내

며, 또한 TFT 기판의 단면도에서의 액정층과는 반대측 주면에 적층되는 편광판 등은 생략한다.

변형점 약 670℃의 무알카리 유리 기판(1) 위에 막두께 50㎚의 Si 3 N 4 막(200)과 막두께 120㎚의 SiO 2 막(2)으

로 이루어지는 버퍼 절연막이 형성되어 있다.

버퍼 절연막 위에는, TFT를 구성하는 막두께 50㎚의 다결정 Si(이하 폴리실리콘이라고 함)막(30)이 형성되고, 각각

의 폴리실리콘막(30) 위에는 SiO 2 로 이루어지는 막두께 100㎚의 게이트 절연막(20)을 사이에 두고 막두께 200㎚

의 Mo로 이루어지는 주사 배선 전극(10)이 형성되어 있다.

상기 부재 전부를 피복하도록 막두께 400㎚의 SiO 2 로 이루어지는 층간 절연막(21)이 형성된다. 층간 절연막(21)에

설치한 컨택트 관통홀을 통해 Mo/Al/Mo의 3층 금속막(12a/12b/12c 및 15a/15b/15c)으로 이루어지는 신호 배선 전

극(12) 및 소스 전극(15)이 폴리실리콘막(30) 일부에 설치된 소스, 드레인층에 접속되어 있다.

Mo/Al/Mo의 적층 전극(11a/11b/11c)을 포함하는 공통 전극(11)은 상기 소스 전극(15)과는 분리되어 형성되어 있다

. 이들 소자 전체는, 막두께 200㎚의 Si 3 N 4 로 이루어지는 보호 절연막(22)과 막두께 2㎛의 아크릴계 수지를 주성

분으로 하는 유기 보호막(23)으로 피복되어 있다. 또한 TFT의 소스 전극(15)에는 보호 절연막(22) 및 유기 절연막(2

3)에 설치한 컨택트 관통홀을 통해 인듐-주석 산화물(ITO)로 이루어지는 화소 전극(14)이 접속되어, 2개의 신호 배

선 전극과 2개의 주사 배선 전극으로 둘러싸인 화소 영역의 대략 전면을 피복하도록 형성되어 있다.

Al-Nd 합금막으로 이루어지는 반사 전극(16)은, 상기 화소 전극의 하층에, 대략 상기 공통 전극(11)을 피복하도록 배

치되어 있고, 상기 반사 전극(16) 하층의 유기 절연막(23)은 오목 형상으로 가공되어 있어 반사 전극에 광 확산성을 

갖게 하고 있다(유기 절연막 상면에 형성된 오목 형상 부분(23a) 참조). 오목 형상의 가공 패턴의 평면 형상은, 상기 

도 7에 나타낸 바와 같은 형상으로 되어 있다. 효율적으로 광 확산성을 부여할 수 있다.

<실시 형태 6>
도 14는 주변 구동 회로를 TFT 액티브 매트릭스와 함께 동일 기판 위에 집적한 표시 장치 전체의 등가 회로를 나타

낸다. 예를 들면, 도 1 및 도 2에 나타낸 구성을 갖는 화소와, Y1∼Yend의 주사 배선 전극(10)과 X1R, X1G, X1B∼X

endB의 제1 신호 배선 전극(12), C1∼Cend의 제2 신호 배선 전극(15)을 포함하는 TFT의 액 티브·매트릭스·어레

이(50)와, 이것을 구동하는 수직 주사 회로(51), 제1 신호측 구동 회로(수평 주사 회로 : 52) 및 제2 신호 배선 전극에

신호 Vcom을 공급하는 제2 신호측 구동 회로(도시하지 않음)를 포함한다. 본 실시예에서는, 주사선 수는 600개, 신

호선 수는 2400개로 표시부의 대각 사이즈는 약 5인치이다.

수직 주사 회로(51)는 수직 클럭 신호에 의해 구동되는 시프트 레지스터 회로 SRV와 행 선택 전압을 공급되는 레벨 

시프터 DRV를 포함하며, 주사 배선 전극(10)에 행 선택 펄스를 출력한다.

수평 주사 회로(52)는 수평 클럭 신호에 의해 구동되는 시프트 레지스터 회로 SRH와 6 비트로 디지탈화된 화상 데이

터 DATA를 래치하기 위한 래치 회로 L1, 래치된 디지털 데이터를 아날로그 데이터로 디코드하는 디지털-아날로그

·컨버터 회로 DAC, 1 행분의 DAC로부터의 출력을 일시적으로 저장하는 라인 메모리 LM, 및 라인 메모리에 저장한

화상 데이터를 신호 배선 전극(12)에 공급하기 위한 아날로그 스위치 SW로 이루어진다. 또한, DAC에는 각 비트에 

대응하여 웨이티드된 기준 전압 신호 Vref가 공급되어 있다.

이들 구동 회로는 상보형(CM0S)의 폴리실리콘TH, (다결정 실리콘을 포함하는 채널을 갖는 박막 트랜지스터) 혹은 

N형의 폴리실리콘 TFT로 구성된다.

Poly-Si TFT를 이용하여 디지털 아날로그 컨버터 등의 구동 회로를 기판 위에 집적했으므로, 외부 접속 단자 수, 외

부 부품 개수를 대폭 저감시킬 수 있었다. 또한 본 발명의 화소를 이용함에 따라, 광 이용 효율을 개선할 수 있으므로, 

LCD 모듈 전체의 소비 전력을 저감시킬 수 있었다.

<실시 형태 7>
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도 15는 주변 구동 회로의 일부를 TFT 액티브 매트릭스와 함께 동일 기판 위에 집적한 표시 장치 전체의 등가 회로

를 나타낸다. 예를 들면, 도 3 및 도 4에 도시한 구성을 갖는 화소와, Y1∼Yend의 주사 배선 전극(10)과 X1R, X1G, 

X1B∼XendB의 제1 신호 배선 전극(12), C1∼Cend의 제2 신호 배선 전극을 포함하는 TFT 액티브 매트릭스(50)와,

이것을 구동하는 수직 주사 회로(51), 수평측 드라이버 LSI(대규모 집적 회로) DRV, 드라이버 LSI의 출력을 복수의 

제1 신호 배선 전극으로 분류하기 위한 스위치 회로 SW를 포함한다. 본 실시예에서는 주사선 수는 176개, 신호선 수

는 432개이고 표시부의 대각 사이즈는 약 2인치이다. 또한, 본 실시의 형태에서는 폴리실리콘 TFT에 의한 구동 회로

는 모두 N형 TFT만을 이용하여 구성되어 있다.

도 16은 본 실시의 형태에 따른 액정 표시 장치의 외관을 나타내는 평면도이다.

유리 기판(1) 위에 TFT 액티브 매트릭스(50)와 수직 주사 회로(51) 및 스위치 회로 SW가 형성되고, 이것에 수평측 

드라이버 LBI(대규모 집적 회로) Drv 및 전원용 IC(집적 회로 : 53)가 표면 실장된 FPC(가요성의 인쇄 회로 기판 : 3

00)이 접속되어 있다.

도 17은 본 실시의 형태에 따른 액정 표시 장치의 액정 셀 단면 모식도를 나타낸다. 액정층(506)을 기준으로 하부의 

유리 기판(1) 위에는 주사 배선 전극과 신호 배선 전극(12)이 매트릭스 형상으로 형성되고, 그 교점 근방에 형성된 T

FT를 통해 ITO로 이루어지는 화소 전극(14)을 구동한다. 액정층 LC를 사이에 두는 대향하는 대향 유리 기판(503) 

위에는 컬러 필터 CF, 컬러 필터 보호막 OC, 대향 전극(508)이 형성되어 있다. 편광판(501, 505)은 각각 한쌍의 유리

기판(1, 503) 외측의 표면에 형성되어 있다. 액정층 LC는 액정 분자의 방향을 설정하는 하부 배향막 ORI2과, 상부 배

향막 ORI1 사이에 봉입되고, 시일재 SL(도시하지 않음)에 의해 시일되어 있다. 이 액정 표시 장치는 유리 기판(1)측과

대향 유리 기판(503)측의 층을 따로따로 형성하고, 그 후 상하 유리 기판(1, 503)을 중첩시키고, 양자 사이에 액정 LC

를 봉입하여 조립된다. 백 라이트·유닛(506)으로부터의 광(hν)의 투과를 화소 전극(14)으로 조절함으로써 TFT 구

동형의 컬러 액정 표시 장치가 구성된다.

도 18은 본 액정 표시 소자의 전체 구성도를 나타낸다. TFT 액티브 매트릭스, 주변 구동 회로 등을 형성한 유리 기판

(1)과, 내표면에 컬러 필터 CF가 형성된 대향 기판(503)이 접합되게 하고, 사이에 액정 조성물이 봉입되어 있는, 유리

기판(1)과 대향 기판(503) 각각의 외표면에는 편광 필름(505, 501)이 배치되어 있다. 유리 기판(1)에는 수평측 드라

이버 LSI(대규모 집적 회로) Drv와 전원 IC(집적 회로 : 53)가 실장된 FPC(가요성의 인쇄 회로 기판)가 접속되어 있

다.

또한 하측의 편광 필름(505)과 유리 기판 사이에는 위상차 필름(504)이 배치되어 있고, 상측의 편광 필름과 대향 기

판 사이에는 확산 점착층(502)과 위상차 필름(509)이 배치되어, 부분 투과·반사형 표시 장치를 구성한다. 하측 편광

필름의 하부에는 LED(발광 다이오드)를 사용한 백 라이트·유닛(506)(도 17 참조)이 배치 되고, 이들 전체는 케이스

(상측 프레임 : 500)와 케이스(하측 케이스 : 507)에 의해 유지되어 있다.

이러한 액정 표시 장치는 휴대 전화나 휴대 단말용의 화상 표시 장치로서 적합한 것이다.

<실시 형태 8>
이어서, 상기 도 15에 도시한 바와 같은 N형 TFT만으로 구성한 액정 표시 소자에 이용하는 TFT 액티브 매트릭스 

기판을 예를 들어, 그 제조 공정을 도 19∼도 25를 이용하여 설명한다.

《공정 1. (도 19 참조)》

두께 500㎛, 폭 750㎜, 폭 950㎜의 변형점 약 670℃에서의 무알카리 유리 기판(1) 위를 세정 후, SiH 4 와 NH 3 과 

N 2 의 혼합 가스를 이용한 플라즈마 CVD법으로 막두께 50㎚의 Si 3 N 4 막(200)을 형성한다. 이어서, 테트라에톡

시실란과 O 2 의 혼합 가스를 이용한 플라즈마 CVD법으로 막두께 120㎚의 SiO 2 막(2)을 형성한다. Si 3 N 4 , SiO

2 모두 형성 온도는 400℃이다.

이어서, SiO 2 막(2) 위에 SiH 4 , Ar의 혼합 가스를 이용한 플라즈마 CVD법으로 수소화 비정질 실리콘막(30)을 50

㎚ 형성한다. 성막 온도는 400℃이며, 성막 직후 수소량은 약 5at%였다. 이어서 기판을 450℃에서 약 30분 어닐링함

으로써, 수소화 비정질 실리콘막(300) 내의 수소를 방출시킨다. 어닐링 후의 수소량은 약 1at% 이었다.

이어서, 파장 308㎚의 엑시머 레이저 광 LASER를 상기 비정질 실리콘막에 플럭스(광속 밀도) 400mJ/㎠로 조사하고,

비정질 실리콘막을 용융 재결정화시켜, 거의 진성인 다결정 실리콘막(30)을 얻는다. 이 때 레이저 빔은 폭 0.3㎜ 길이

200㎜의 세선 형상이고, 빔의 길이 방향과 거의 수직 방향으로 기판을 10㎛ 피치로 이동하면서 조사하였다. 레이저 

조사는, 질소 분위기에서 행하였다.

이 후, 통상의 포토리소그래피법으로 소정의 레지스트 패턴을 다결정 실리콘(poIy-Si)막(30) 위에 형성하고 CF 4 와

O 2 의 혼합 가스를 이용하거나 액티브·이온·에칭법으로 다결정 실리콘막(30)을 소정의 형상으로 가공한다.

《공정 2. (도 20 참조)》

이어서, 테트라에톡시 실란과 산소의 혼합 가스를 이용한 플라즈마 CVD법으로 막두께 100㎚의 SiO 2 를 폴리실리

콘막(30) 위에 형성하여 게이트 절연막(20)을 얻는다. 이 때의 테트라에톡시 실란과 O 2 의 혼합비는 1:50, 형성 온

도는 400℃이다.

이어서 스퍼터링법으로, Mo 막을 200㎚ 형성 후, 통상의 포토리소그래피법으로 소정의 레지스트·패턴 PR를 Mo막 

위에 형성하고, 혼합산을 이용한 웨트 에칭법으로 Mo 막을 소정의 형상으로 가공하여 주사 배선 전극(10)을 얻는다.

에칭에 이용한 레지스트·패턴을 남긴 상태에서, 이온 주입법에 의해 P 이온(P + )을 가속 전압 60KeV, 도우즈량 1

×10 15 (㎠)로 폴리실리콘막(30)에 주입하여, N형 TFT 소스 영역 및 드레인 영역(31)을 형성한다.

《공정 3. (도 21 참조)》

이어서, 에칭에 이용한 레지스트·패턴 PR을 제거한 후, 재차 이온 주입법으로 P 이온 P + 을 가속 전압 65KeV, 도

우즈량 2×10 13 (㎝ -2 )로 폴리실리콘막(30, 31)에 주입하고, 주사 배선 전극(10)을 따라 N형 TFT의 LDD 영역(32

)(상기 소스 영역 및 드레인 영역(31)과 비교하여 불순물 농도가 낮은 N형 불순물 함유 영역)을 새롭게 형성한다.
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LDD 영역의 길이는, Mo 막을 웨트·에칭했을 때의 사이드·에칭량으로 정해진다. 본 실시예의 경우 약 0.8㎛이다. 

이 길이는 Mo의 오버 에칭 시간을 변화시킴으로써 제어할 수 있다. 기판 내에서의 LDD 길이의 변동은 약 0.1㎛로 양

호하였다. 이러한 공정을 이용함으로써, LDD를 형성하기 위한 마스크 패턴 형성 공정을 생략할 수 있으므로, 공정을 

간략하게 할 수 있다.

《공정 4. (도 22 참조)》

이어서, 기판에 엑시머·램프 또는 메탈 할로겐·램프의 광을 조사하는 래피드·서멀·어닐링(RTA)법에 의해 상기 

공정2 및 공정3에서 폴리실리콘막에 주입한 불순물을 활성화한다. 엑시머 램프 또는 메탈 할로겐 램프 등의 자외선 

광을 많이 포함하는 광을 이용하여 어닐링함으로써, 폴리실리콘층(31, 32)만을 선택적으로 가열할 수 있는, 유리 기

판이 가열됨으로써 발생하는 손상을 피할 수 있다. 불순물의 활성화는, 기판 수축이나 굴곡 변형 등이 문제가 되지 않

은 범위에서, 450℃이상 정도의 온도에서의 열 처리에 의해서도 가능하다.

《공정 5. (도 23 참조)》

이어서, 테트라에톡시 실란과 산소의 혼합 가스를 이용한 플라즈마 CVD법으로 막두께 500㎚의 SiO 2 를 형성하여 

층간 절연막(21)을 얻는다. 이 때의 테트라에톡시 실란과 O 2 의 혼합비는 1:5, 형성 온도는 350℃이다.

이어서, 소정의 레지스트 패턴을 형성한 후, 혼합산을 이용한 웨트 에칭법으로, 상기 층간 절연막에 컨택트·관통홀 

TH1, TH2를 개공한다. 계속해서, 스퍼터링법에 의해, Mo를 50㎚, Al-Si-Cu 합금을 500㎚, Mo 50㎚을 순차 적층 

형성한 후, 소정의 레지스트 패턴을 형성한 후, BCl 3 과 Cl 2 의 혼합 가스를 이용하거나 액티브·이온 에칭법으로 

일괄 에칭하여, 신호 배선 전극(12)과 소스 전극(13), 공통 전극(11)을 얻는다.

《공정 6. (도 24 참조)》

SiH 4 와 NH 3 과 N 2 의 혼합 가스를 이용한 플라즈마 CVD법으로 막두께 200㎚의 Si 3 N 4 막(22)을 형성하고, 

또한 스핀 도포법으로 아크릴계 감광성 수지를 약 3.5㎛의 막두께로 도포하고, 소정의 마스크를 이용하여 노광, 현상

하여 상기 아크릴계 수지에 관통홀 TH3을 형성한다. 이어서 230℃에서 20분 베이킹함으로써, 아크릴 수지를 소성하

고, 막두께 2.3㎛의 유기 보호막(23)을 얻는다. 계속해서, 상기 유기 보호막(23)에 설치한 관통홀 TH3의 패턴을 마스

크로 하여 하층의 Si 3 N 4 막(22)을 CF 4 를 이용한 리액티브 이온 에칭법으로 가공하여, Si 3 N 4 막에 관통홀을 

형성한다.

이렇게, 유기 보호막(23)을 마스크로서 이용하여 하층의 절연막(22)을 가공 함으로써, 일회의 포토리소그래피 공정으

로 2층의 막을 패터닝할 수 있어, 공정을 간략화할 수 있었다.

《공정 7. (도 25 참조)》

마지막으로 스퍼터링법으로 ITO 막을 70㎚ 형성하고, 혼합산을 이용한 웨트 에칭에 의해 소정의 형상으로 가공하여 

화소 전극을 형성하여 액티브 매트릭스 기판이 완성된다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 저소비 전력으로 양호한 화질을 갖는 밝은 액정 표시 장치를 실현할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
삭제

청구항 2.
삭제

청구항 3.
삭제

청구항 4.
삭제

청구항 5.
삭제

청구항 6.
삭제

청구항 7.
삭제

청구항 8.
한쌍의 투명 기판 및 해당 한쌍의 투명 기판에 협지(挾持)된 액정층을 포함하고,

상기 한쌍의 투명 기판의 한쪽은 그 주면(主面)의 상부에 제1 방향으로 연장하고 또한 해당 제1 방향에 교차하는 제2

방향에 따라 병설(竝設)된 복수의 주사 전극과, 해당 제2 방향으로 연장하고 또한 해당 제1 방향으로 병설된 복수의 

신호 전극과, 해당 복수의 주사 전극의 상호 인접하는 한쌍과 해당 복수의 신호 전극의 상호 인접하는 한쌍에 의해 각

각 둘러싸인 복수의 화소 영역을 포함하며,

상기 복수의 화소 영역 각각에는, 상기 복수의 신호 전극중 하나로부터 화상 신호를 상기 복수의 주사 전극중 하나에 

의해 제어되는 능동 소자를 통해서 받는 액정 구동 전극과, 해당 액정 구동 전극보다 면적이 작고 또한 상기 한쌍의 
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기판의 다른 쪽으로부터 입사하는 광을 해당 다른 쪽의 기판으로 반사하는 광반사층과, 해당 광반사층의 하측에서 해

당 광반사층에 의해 피복되는 공통 전극이 설치되고,

상기 광반사층은, 상기 액정 구동 전극의 하측에서 상기 화소 영역의 길이 방향으로 연장하고, 또한 해당 화소 영역의

길이 방향으로 연장하는 상기 한쌍의 신호 전극의 각각으로부터 이격되고, 또한 해당 액정 구동 전극에 전기적으로 

접속되며,

상기 액정 구동 전극은, 상기 광반사층의 상측 및 해당 광반사층과 상기 한쌍의 신호 전극에 각각 끼워진 영역의 상측

에도 형성되어, 상기 한쌍의 투명 기판의 한쪽으로부터의 광을 해당 영역 및 해당 액정 구동 전극을 통해서 상기 액정

층으로 통과시키고,

상기 공통 전극은, 상기 액정 구동 전극 및 상기 광반사층으로부터 전기적으로 분리되고 또한 절연층에 의해 해당 광

반사층으로부터 이격되어, 해당 광반사층과 함께 해당 액정 구동 전극의 전하 축적 용량을 이루는 것을 특징으로 하는

액정 표시 장치.

청구항 9.
제1 기판 및 제2 기판과 해당 제1 및 제2 기판 사이에 끼워진 액정층을 포함하고,

상기 제1 기판의 상기 액정층에 대향하는 주면(主面) 상에는, 제1 방향으로 연장하고 또한 해당 제1 방향에 교차하는 

제2 방향에 따라 병설된 복수의 주사 전극과, 해당 제2 방향으로 연장하고 또한 해당 제1 방향으로 병설된 복수의 신

호 전극과, 복수의 화소 영역이 형성되고,

상기 복수의 화소 영역 각각은, 상기 복수의 주사 전극의 상호 인접하는 한쌍과 상기 복수의 신호 전극의 상호 인접하

는 한쌍에 의해 둘러싸이고 또한 상기 제1 방향보다도 상기 제2 방향에 따라 길게 연장하고,

상기 복수의 화소 영역 각각은, 상기 복수의 신호 전극중 하나에 의해 화상 신호를 각각 받고 또한 상기 복수의 주사 

전극중 하나에 의해 제어되는 능동 소자와, 해당 능동 소자로부터 해당 화상 신호를 받아 해당 화상 신호에 따른 전압

을 상기 액정층에 인가하는 액정 구동 전극과, 해당 액정 구동 전극의 하측에 설치되고 상기 제2 기판으로부터 이것에

입사하는 광을 해당 액정 구동 전극을 통해서 해당 액정층으로 반사하는 적어도 하나의 광반사층과, 해당 광반사층의

하측에서 해당 광반사층에 의해 피복되는 공통 전극이 설치되고,

상기 광반사층은, 상기 한쌍의 신호 전극 각각으로부터 이격되어, 해당 광반사층의 양측에, 해당 한쌍의 신호 전극을 

따라서 연장하고 또한 상기 제1 기판으로부터 상기 액정층으로 광을 통과시키는 영역을 형성하고,

상기 영역은, 상기 광반사층과 상기 한쌍의 신호 전극과의 사이에 각각 설치되고, 또한 상기 액정 구동 전극에 의해 

피복되어, 해당 영역을 투과하는 광을 해당 액정 구동 전극을 통해서 상기 액정층으로 통과시키고,

상기 공통 전극은, 상기 액정 구동 전극 및 상기 광반사층으로부터 전기적으로 분리되고 또한 절연층에 의해 해당 광

반사층으로부터 이격되어, 해당 광반사층과 함께 해당 액정 구동 전극의 전하 축적 용량을 구성하는 것을 특징으로 

하는 액정 표시 장치.

청구항 10.
삭제

청구항 11.
삭제

청구항 12.
삭제

청구항 13.
상호 중첩된 제1 투명 기판 및 제2 투명 기판, 및 그 사이에 끼워진 액정층 과,

상기 제1 투명 기판을 통해서 상기 액정층으로 광을 조사하는 백라이트 유닛을 포함하며,

상기 제1 투명 기판의 상기 액정층에 대향하는 주면은 전기적인 절연성을 갖고, 해당 주면 상에는 복수의 주사 전극

과, 해당 복수의 주사 전극을 피복하는 층간 절연막과, 해당 층간 절연막 상에서 해당 복수의 주사 전극과 교차하는 복

수의 신호 전극과, 해당 복수의 신호 전극을 피복하는 절연막이 이 순서로 형성되고,

상기 제1 투명 기판의 상기 주면 내에는, 상기 복수의 주사 전극의 상호 인접하는 한쌍과 상기 복수의 신호 전극의 상

호 인접하는 한쌍에 의해 각각 규정된 복수의 화소 영역이 배치되고,

상기 복수의 화소 영역 각각은, 상기 복수의 주사 전극중 하나로 제어되어 상기 복수의 신호 전극중 하나로부터 화상 

신호를 받는 박막 트랜지스터와, 상기 절연막 상에 형성되어 광을 투과시키고 또한 상기 화상 신호에 대응하는 전압

으로 상기 액정층을 구동하는 액정 구동 전극과, 해당 액정 구동 전극의 하측에 해당 절연막과 상기 층간 절연막으로 

협지되어 형성되고 또한 해당 액정층으로부터 상기 제1 투명 기판의 상기 주면으로 입사하는 광을 해당 액정층을 통

해서 상기 제2 투명 기판으로 반사시키는 광반사층과, 해당 광반사층의 하측에 해당 층간 절연막에 의해 해당 광반사

층과 이격되어 형성되는 공통 전극을 포함하며,

상기 광반사층은, 대략 장방형의 평면 형상을 이루어 상기 액정 구동 전극의 하측에서 상기 복수의 화소 영역 각각을 

규정하는 상기 한쌍의 신호 전극의 연장 방향으로 연장되고, 또한 해당 한쌍의 신호 전극 각각과 이격되어 해당 광반

사층 자체에 의한 반사 표시 영역과 해당 반사 표시 영역의 양측에서 해당 한쌍의 신호 전극에 각각 대향하는 한쌍의 

투과 표시 영역을 규정하고,

상기 반사 표시 영역은, 상기 제2 투명 기판으로부터 상기 광반사층으로 입사하는 광을 상기 액정층으로 반사하고,

상기 한쌍의 투과 표시 영역 각각은, 상기 백라이트 유닛으로부터의 광을 상기 액정층으로 투과시키고,

상기 액정 구동 전극은 상기 광반사층을 통해 상기 박막 트랜지스터에 전기적으로 접속되고, 또한 상기 반사 표시 영

역과 함께 상기 한쌍의 투과 표시 영역을 피복하고,
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상기 공통 전극은, 상기 액정 구동 전극 및 상기 광반사층으로부터 전기적으로 분리되고 또한 해당 광반사층으로 피

복되어 해당 광반사층 및 상기 층간 절연막과 함께 해당 액정 구동 전극의 전하 축적 용량을 이루는 것을 특징으로 하

는 액정 표시 장치.

청구항 14.
제13항에 있어서,

상기 복수의 주사 전극은 상기 층간 절연막의 하측에 배치되어 상기 공통 전극과 동일한 층에 있으며, 해당 공통 전극

은 해당 복수의 주사 전극에 이용된 재료로 형성되는 액정 표시 장치.

청구항 15.
제13항에 있어서,

상기 복수의 신호 전극은 상기 층간 절연막과 상기 절연막 사이에 배치되어 상기 광반사층과 동일한 층에 있으며, 해

당 광반사층은 해당 복수의 신호 전극에 이용된 재료로 형성되는 액정 표시 장치.

청구항 16.
제13항에 있어서,

상기 제1 투명 기판 및 상기 제2 투명 기판은 모두 유리 기판이고, 상기 액정 구동 전극은 인듐-주석 산화물 또는 인

듐-아연 산화물로 이루어지는 액정 표시 장치.

도면
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专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 KR100461485B1 公开(公告)日 2004-12-14

申请号 KR1020020020666 申请日 2002-04-16

[标]申请(专利权)人(译) 日立HITACHI SEISAKUSHODBA

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 KAWACHI GENSHIROU
가와찌겐시로우
MIYAZAWA TOSHIO
미야자와도시오
NAGATA TETSUYA
나가따데쯔야
HASEGAWA ATSUSHI
하세가와아쯔시

发明人 가와찌겐시로우
미야자와도시오
나가따데쯔야
하세가와아쯔시

IPC分类号 G02F1/1362 H01L21/77 G02F1/1368 G02F1/1335 H01L27/12 G02F1/1343

CPC分类号 H01L27/1214 G02F1/136213 G02F1/133555 H01L27/12

代理人(译) CHANG, SOO KIL

优先权 2001116286 2001-04-16 JP

其他公开文献 KR1020020081108A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在具有单位像素中的透射显示区域和反射显示区域的液晶显示装置中，
本发明的特征在于，具有在单位像素的纵向方向上延伸的大致矩形平面
形状的光反射层基本上设置在两个相邻信号电极之间的中心部分处。在
光反射层和与其相邻的两个信号电极之间的基本上矩形的区域被定义为
透射显示区域，并且形成通过绝缘膜与光反射层分离的层以基本上覆盖
像素区域的整个表面，可以降低液晶显示装置的功耗，并且可以提高图
像质量。 1 指数方面 单位像素，透射显示区域，反射显示区域，液晶显
示器

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2532955a-82d7-4b3f-a964-16093ca70fe7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018967043/publication/KR100461485B1?q=KR100461485B1

